Prenosna zkousecka
soucastek

LPE projekt - Petr Sicho



\ Prenosna zkousecka soucastek

- Predstaveni existujicich reseni
- Cil projektu
- Popis zapojeni

- Funkci



\ Komercni reseni

Cena: 500 - T000 k¢
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\ Existujici tester SDI

- BP Jan Slehofera pod vedenim doc. Fishera
- Tester soucastek s vystupem do pocitace

- Nutnost pouziti USB-TTL



\ Existujici tester SDI

Testovani 2 pinouych polovodicu Udd 3,280 U
Tester soucastek pro STM32G030J6

(*) -I1>1- (=) Anoda na + svorce
Dioda

Ud = 699,4 mU @ 4,866 mA RI1

Ud = 493,0 mU @ 71,59 uA R2

Parametry modelu

n=1,892 , Is = 3,008 nA

(p) - navrat do hlauniho menu
(u) - aktivace univerzalniho testu

Katedra meren?
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\ Vylepseni

- Zachovani nizké ceny a jednoduchosti
- Uprava pro pouziti OLED

- Dveé oviladaci tlacitka
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\ Vylepseni

- Zachovani nizké ceny pro pouziti ve vyuce
- Uprava pro pouziti OLED
- Dveé ovladaci tlacitka

- Moznost prenosné realizace

- Pridani Li-ion baterie a nabijeciho modulu
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\ Mereni odporu a kapacity

Odpor

R = 1,027 kOhm

Nabijeni a méreni RC _

~ ] pfechodového jevu
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Kapacitor-- _
C = 47,16 uF =
ESR = 2,438 Ohm

Odporovym délicem




\ Mereni diod

Diod ¥

—_—

Heznama soucastka Metoda zatézovacich
Uf=3,31 ¥ 3,28 ¥

UB=<1 m¥ <1 my primek
Ur=1,72 V¥ 3,28 V¥
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Diody

Dioda -|<|- -
Ud=1,81 Vv @ 2.8 mh
Ud=1, 65 Ve 42 uh

n=1,47 Is=5,65 yA




Bipolarni tranzistory (BJT)

BJT tranzistor 'Tﬁ. BJT tranzistor
~ Zadna soucastka  Metoda zatézovacich | Uce: typ RNP—
| Emitor | || - U=1,98 V@ 2,5 mA
B AZE N Ix] primek - U=625 mV @ 68 uA

|Kolektor | | x| Beta = 215_




\ Unipolarni tranzistory (FET)

—_—

~—elam

FET tranz1st0r & £ FET tranz1st0r ’;

Zadna soucastka  Metoda zaté&%ovacich  Uds, typ N
| x| | Source I U=2 35y @ 1 7 ma

|
| x| | Drain | pfimek U=1,96 ¥ @ 34 uf
| x| | Gate |

Ut=1,89 ¥ B=16 m/

e ey




\ Zdroje

- https://dspace.cvut.cz/handle/10467/109031

- https://Mww.st.com/resource/en/datasheet/stm329030c6.pdf

- https://embedded.fel.cvut.cz/
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https://dspace.cvut.cz/handle/10467/109031
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32g030c6.pdf
https://embedded.fel.cvut.cz/




